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Materiaty Elektroniczne : 1/61/ - 1988

W. HOFMAN: Modelowanie zmian predkoéci wzrostu monokrysztaléw kwarcu

W pracy przedstawiono prosty, geometryczny model, ktéry umozliwia oszacowanie
zmian predkoséci wzrostu 9z/t/ i ¥x/t/ wystepujacych podczas hydrotermalnego
procesu monokrystalizacji bry% kwarcu. Krzywe predkosci &d,/t/ wykreslono w za-
leznoéci od postaci funkcji szybkosci osadzania masy G /t/.

Pordwnujac otrzymane wyniki z dotychczasowymi danymi dos$wiadczalnymi, wydaje
sig, ze realna zaleznosc¢ 6/t/ dla niskich krysztaléw kwarcu, otrzymywanych

w statych warunkach temperaturowych w duzych autoklawach, bgdzie mozna przybéi—
2y¢ prosta, ktérej wspéiczynnik kgtowy jest dodatni i réwny wartosci 2¢m)/3T<,
/ {m> odpowiada $redniej masie monokrysztalu a T odpowiada czasowi préby/.
Wynik ten wskazuje na stopniowy wzrost udzialu konwekcyjnego transportu masy

w trakcie krystalizacji przy czym nasilenie transportu moze by¢ wywolane kilko-
ma czynnikami, Do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ sukcesywny rozwéj przeply-
wu stezeniowego i wzrost radialnych gradientéw temperatury w strefie przesycen
oraz zmniejszenie oporéw przepiywu i wzrost gradientdéw temperatury w strefie
rozpuszczania, :

E. TOMASIK, W. OLENDER, J. KOSOBUDZKI: Proszki metali - wytwarzanie, i mozli-
wosci zastosowania

W artykule przedstawiono wytwarzanie w ITME proszkéw ze stopéw PbSn, CuP oraz
Cu i Ag metodg rozpylania z fazy cieklej. Podano ich podstawowe wiasnosci

i zastosowanie /pasty lutownicze, metalurgia proszkéw, regeneracja czeéci/

w poréwnaniu ze stanem techniki na swiecie.

A. KOSTKOWSKI: Badania dla uzyskania wolframu o wysokiej gestosci

W pracy opisano préby zageszczania wolframu za pomocg prasowania izostatycz-
nego na gorgco.

Dla czystego wolframu nawet tak wysokie parametry procesu jak cisnienie 125 MPa
i temperatura 1660°C nie sgowodowaly efektywnego zageszczenia, dajec w wyniku
gestos¢ jedynie 12,64 g/cm®, Wplyw prasowania izostatycznego na gorgco wyraznie
zwigkszyl gie dla wolframu z dodatkiem 1% Ni, pozwalajac na uzyskanie gestosci
18,85 g/cm®, co stanowi okolo 98% wartosci teoretycznej.
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W. HOFMAN: "The modeling of growth rate variations of quartz single crystals"
The simple, geometrical model which enables to evaluate the variations of
growth rate Yz/t/ and Yy/t/ arising during hydrothermal quartz crystallization
is presented. The curves of ﬁ&/t/ were plotted in dependence on velocity of
mass deposition Gy /t/. Comparing theoretical and experimental results it seems
probable that the real dependence G/t/ for low quartz crystals obtained at the
constant temperature conditions in large autoclaves can be approximated by

a straight line. The slope of line is positive and equal to 2<m)/3T2 where (m)
is an average mass of crystal and T is a period of growth. This effect shows
that the intensity of convection increases gradually during crystallization.
The intensification of convection can be induced by the extension of concent-
rated flow in suppersaturation zone and by the increasement of temperature
radial gradients in both hoter and cooler zones of vessel.

E. TOMASIK, W, OLENDER, J. KOSOBUDZKI: "Metall’s powders - production

and application”

In the paper the production of PbSn, CuP, Cu and Ag alloys using the method

of atomization from liguid phase as well as the main properties of powder are
presented.

The application of powder metallurgy prepared details and for the metalliza-
tion and regeneration was outlined in comparison with the world status of tech-
nology.

A, KOSTKOWSKI: "Hot isistatic pressing of tungsten"

In the paper the attempts to densificate tungsten details with HIP are
described,

For pure tungsten 125 MPa and 1660°C HIPing parameters were uneffective in
densification, resulting in density not higher than 12,64 g/cm>.

The influence was significantly intensified for the tgngsten containing 1% ni-
cel addition allowing to obtain as high as 18.85 g/cm® density, which is abt.
98% of the theoretical value, after HIPing at 125 MPa at 1630°C,
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B, XOPMAH: "MomzexupoBaHHe IepeMeHe#l CKOPOCTH pocTa MOHOKPHUCTAJJIOB KBapua'

B paGoTe mpexacTaBieHO NMpOCTO#, reoMeTrpuuYecKuit MOzenb KOTODHH JelaeT BO3MOXHHM
OLileHKy mepeMeH CKOpocTH pocTa Vz(t) u Jx(t) BHCTymawmux BO BpeMi IMIPOTEPMAJIBHOBO
mponeca MOHOKpHCTalnusanu#t ksapua. KpusHe cxopoctu Uz(t) BHUEPTEHO B 3aBHCHMOCTH
oT .popMH byHKUHE GHCTpPOTH ocaxIeHus MmaccH G k(t).

CpaBHHBaACh NOJYyYEeHHHe De3yJAbTATH K CYMeCTBYOMUM SKCIEePHMEHTAJbHHM IAaHHHM KaxeTcd,
YTO pealbHY® 3aBHCHMOCTBH § (t) INA HMU3KMX KPHCTAJJIOB KBapla, NOJYyYEHHX B GOIMUX
aBTOKJAaBax B yCIOBHAX NOCTOAHHHX TEMIEpaTyp, MOXHO NPHOJM3UTEH NPAMOM IJH KOTOPOH
yraoBo# kodddULMEHT NOJOXATEeNbHHH M paBHHE 2{m) /BT2 ( {m) -cpemHAAa mMacca MOHO-
KpucTamna, T-BpeMA poCTa). JTOT pe3yabTaT yKa3HBaeTh HA MOCTENeHHOe yBeJauueHHe
KOHBeKIH# BO BpeMA KpHCTalJu3aluil, NpH 4YeM yCUIeHHe TPaHCIOPTa MOXeTh OHTb BH3Ba-
HO HEeCKOJBKHM NpHYHMHAM. CpPeld HUX K BaXHHEM HaJO CUMTATh IOCJIeJOBaTeJbHOE pa3BUTHE
KOHII@HTPAUXMOHHOTO TeYeHHA M DPOCT pajHalbHHX I'DalleHTOB TeMIepaTypH B 30HE Iepech-
meHHuA a TaKke HajJeHHe CONPOTHUBJIEHUHM TedeHHA ¥ DOCT rpajeHTOB TeMlIepaTypH B 30He
pacTBODPEHHA,

E. TOMACHK, B. OJIEHIEP, . KOCOBYIbCKH: "MerasiuueCKnhe NOPOMKH — IPOHU3BOACTBO

¥ BO3MOXHOCTH NpHUMeHeHua"

B crarbe mpegcTaBiaeHO npou3dBoxcTBO B UTOM MeTaJJIHYECKHX MOPOWLKOB CIJIaBOB PbSn,
Cu, CuP, Ag METOZOM DaCHHJEHHA M3 XHUIKOH (asH W OCHOBHHE CBOHCTBA NOPOMKOB.
llokazaHO NDUMEHEHHe MOPOMKOB B NPOM3BOACTBEe NAAJBHHX IIacT, BJEMeHTOB M jerajeid
METONaMH MOPOMKOBOX MeTalNIypruu, NJad TEPMUYECKOTO HANHIEHHA ¥ PEeMOHTHHX paGoT IO
CpPaBHEHHH C MHDOBHM YDOBHEM.

A. KOCTKOBCKU: "MccrenmoBaHMA HaJ NOJydYeHHeM BoJabjpaMa C BHCOKOH mIOTHOCTBK"

B paGoTe mpejcTaBieHH NPOOH YNJIOTHEeHMA BoJbfpama C MOMOmMBI H30CTATHUYECKOIrO ropfA-
Yero mpeccoBaHuA. [IA YMCTOro BoJbjpaMa Jnaxe TaK BHCOKHe IapaMeTDH Ipolecca, Kak
naBineHue 125 Mlla u Temneparypa 1660°C He npuBejd K 9POEKTHBHOMY  yNJIOTHEHH, MO-—
Jy4YeHHAd MJIOTHOCTH COCTaBiANa Bcero 12,64 r/cwu®. BinMAHHe H30CTATHUECKOTO TOPAUEro
OpeccoBaHHWA B 3HAYMTENbHON CTemeHH BO3POCIO LJaA Boabdpama ¢ noGaBKod 1% HuKeJd,
NO3BOJAA MOJAYYUTH NIOTHOCTH 18,85 r/cm®, uTo cocTaBafeT NpUMepHO 98)% TeoperuHyYec-—
KON BEJHYHHH,




NOMINACJE PROFESORSKIE

Uchwalg z dnia 12 listopada 1987 r. Rada Panstwa
nadata tytut naukowy profesora nadzwyczajnego nauk
technicznych docentowi dr inz., Wiadystawowi Jerze-
mu Riedlowi z Instytutu Technologii MateriaZéw
Elektronicznych w Warszawie.

Prof. dr inz,., Wtadystaw Jerzy RIEDL, urodzony 26 pazdziernika 1924 r.
we Lwowie, ukoriczyl studia w Politechnice Slaskiej, uzyskujac dyplom
magistra inzyniera chemika w 1948 r, Stopienn doktora uzyskal w 1958 r.
w Politechnice Warszaswskiej. W 1963 r, zostai mianowany docentem.
Prace rozpoczat w 1948 r, w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie do roku
1951 byi st, asystentem w Katedrach Chemii Nieorganicznej i Chemii
Fizycznej, nastepnie w latach 1951-55 pracowat w Katedrze Projektowa-
nia Technologicznego Politechniki Warszawskiej /jako st. asystent
Instyvtutu Chemii Ogélnej/. Od roku 1956 zwigzal si¢ z instytutami
naukowo=-badawczymi pnacujaéymi dla przemys*u elektronicznego /1956~
-1971 - Instytut Tele- i Radiotechniczny, 1972 - Przemysiowy Instytut
Elektroniki, 1972-1975 - Osrodek Badawczo Rozwojowy Monokrysztaiéw,
od 1976 do chwili obecnej - Instytut Technologii Materiatéw Elektro-
nicznych/. W miedzyczasie specjalizowal sig¢ przez rok /1960-61/

w USA, w Laboratorium Fizyki Cieta Statego New York University., To
zdecydowalo o wyjsciu poza specjalnosc¢ chemiczna w kierunku rozwija-
nia teoretycznych podstaw technologii materiaidéw i warstw elektroni-
cznych stosujacych matematyczny opis oparty na mechanizmach zjawisk
lub chocby okreslajacy wzajemne zaleznosci parametréw, co umozliwiaio
nastepnie rozwigzywanie wielu praktycznych probleméw technologicznych,
gtéwnie w dziedzinie kondensacji /krystalizacji/ gaz —= ciao stale

i ciecz — ciato state /w prézni lub procesach CVD/.

Oprécz wyzej wymienionej zasadniczej dziatalnosci, prof. Riedl wspdi-
pracowat z uczelniami, w latach 1970-73 wvkiadal na Studium Podyplo-
mowym Wydziatu Fizyki i Elementéw Elektronicznych Politechniki Karl-
-Marx-Stadt, jednoczesnie uczestniczac w Noukowym Kolegium Konsulta-
cyjnym wydawnictwa Verlag fUr Grundstoffindustrie w Lipsku. Byl za-
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praszany na wykiady réwniez przez inne uczelnie: w 1974 r. Uniwersy-
tet w Bolonii, w 1983 r, - Uniwersytet w Tokio, w 1971 r. - Uniwersy-
tet Humboltg w Berlinie, oraz przez Compagnie Internationale pour
1°Informatique /Francja/ - 1967 r., Deutsche Vereinigung ftir
Kristallographie /NRD/ - 1971 r, i Instytut Produktéw Nieorganicznych
dla Elektroniki /Japonia/ - 1983 r.

Jest promotorem prac doktorskich /zakoriczonych oraz w toku/ w Poli-
teghnice Wroctawskiej i Warszawskiej, recenzowat liczne prace doktor-
skie dla réznych uczelni. Od roku 1984 jest czlonkiem Sekcji Materia-
téw Elektronicznych i Technologii Komitetu Elektroniki i Telekomuni-
kacji PAN.

Prof., Riedl jest wspdlautorem pieciu naukowych monogfafii: ‘Epitaxie-
-Endotaxy" /Lipsk, 1969/, "Grundlagen aktiver elektronischer
Bauelemente™ /Lipsk, 1972/, "Grundlagen passiver elektronischer
Bauelemente" /Lipsk, 1973/, "Advances in Epitaxy and Endotaxy"
/Elsevier, Amsterdam, 1976/, "Technika warstwowa w mikroelektronice"
/PWN, Warszawa, 1973/, oraz podrecznika "Aparatura Kontrolna i Pomia-
rowa"” /PWT, Warszawa, 1959/, Jest autorem 56 ontoszonygh drukiem orac
naukowvch, ponadto pigciu kompletnych opracowan technologicznych
wdrozonych dn produkciji, szeregu metod stanowigcvch fragmentv techno-
loaii oraz 9 patentéw, Brakl takze czynny udziat w 15 zagranicznvch
konferencjach naukowych. Szczegélnym osiagnieciem prof. Riedla jest
rozwigzanie zagadnient wyznaczania nadmiaru energii swobodnej na qra-
nicy faz gaz-krysztal podczas proceséw CVD.

Za osiggniecia przyznano mu nagrodv, 7 ktérych najwaznizisze to:

v 1959 r. Nagroda Parietwowej Rady ds, Pokojowego Wykorzystania Ener-
gii Jadrowej, w 1964 r. Nagroda Resnrtowa Min. Przemysiu Ciezkiegn,
oraz w 1977 r., Nagrnda Wydziatu IV /Nauk Technicznvch/ Polskiej
Akademii Nauk,
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr inz. Katarzyna PIETRZAK
st. asystent w Zakladcie Ceramiki i Ziaczy ITME

Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniczny Technologiczny
Promotor: prof. dr hab. inz. Wiadvstaw WLOSINSKI Politechnika
Warszawska

Recenzenci: prof. dr hab. inz. Wtadystaw KACZMAR Politechnika
Wroctawska,
prof. dr hab. inz. Henrvk ZIENCIK Wojskowa Akademia
Techniczna Warszawa

Data nadania stopnia doktora nauk technicznych: 1988.03.01

Spajalnos¢ ceramiki tlenkowej typu Al,O_ z miedzig
w zaleznosci od stosowanych technik

W pracv dokonano szczegbéioweqo i krytvcznego przegladu literatury do-
tyczacej tematu. Przedstawiono opis wynikéw prac wiasnych. Obejmowaly
one opracowanie optymalnych warunkéw technologicznych spajania cera-
miki A1203 z miedzig przy uzyciu trzech technik: spajania przy zasto-
sowaniu spoiw amorficznych /szkliw/, spajania przy udziale zewnetrzne=-
go pola elektrycznego /w odniesieniu do ceramikiﬂ’-A1203/ i spajania
bezposredniego. Zamieszczono réwniez wyniki badan strukturalnych
otrzymanych ziaczy przy zastosowaniu mikroskopii optycznej, mikroana-
lizy rentgenowskiej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz 'dy-
fraktometrii rentgenowskiej. Opisano takze wyniki przeprowadzonych
badart wytrzymatosciowych /metoda peel-test/ i ich oceng statystyczna.
Dla ztaczy spajanych przy uzyciu szkliw warto$c¢ momentu zrywajacego
wynosita /dla ceramiki.d-A1203/ 6 = 20 Nm. Dla ztaczy uzyskanych przez
spajanie bezposrednie wartosc¢c momentu zrywajacego wynosila: dla cera=-
miki & -Al,0, @ 140 Nm, a dla 2 -Al,0,, 6>30 Nm.

Oddzielna czes$c¢ pracy obejmuje pomiary i obliczenia rozkiadu tempera-
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tur i naprezen w ztaczu /?-A1203-Cu, obcigzanym cyklicznie naprezenia-
mi cieplnymi. Obliczenia te przeprowadzono dla cyklu -40% +300°C,
-40°C, w czasie 220 s. Cykl ten odzwierciedla warunki eksploatacyjne
pracy zigczy. Obliczenia te wykazaly, Ze najwigksze naprezenia' w zlg-
czu wystepuja podczas jego schladzania w czasie pomiedzy T= 100

i 7=110s i wynosz@ one wéwczas +92,81 MPa., W pracy wykazano situsz-
nos¢ wysunigtej tezy, méwiacej, ze niezaleznie od stosowanej techniki
spajania formujace sie w ilqczu warstwy posrednie maja charskter dy-
fuzyiny. Wykazano réwniez, ze wytrzymatosé uzyskanych potaczen nie
zalezy od grubosci powstatej warstwy posredniej, ale jedynie od jej
struktury i skadu.

Wyniki pracy zostang opublikowane w PRACACH ITME nr 26-1988.

Praca dr inz, Katarzyny Pietrzak jest dziesigtym doktoratem promowa-
nym przez prof. dr hab, inz. Wtadystawa K. Wiosirfiskiego, od 1971 r.
zwigzanego z nasz@ instytucja.
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autoréw o prze-
strzeganie podanych nizej wskazowek:

1

2

10.

1L

13

14.

Objetosci artykuldw nie powinny przekraczaé¢ 15 stron maszynopisu tacznie
z rysunkami i tabelami.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na ar-
kuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po 65 znakdéw. Wszystkie strony
powinny by¢ numerowane.

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyc¢ miejsca, w ktdérych powinny by¢ umie-
szczone rysunki i tabele. 5

Wszystkie tabele i zestawienia (unikac¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno,
nie w maszynopisie catego artykuiu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerowac kolejno. U géry kazdej tabeli podac tytul objasniajacy.
Artykuly nalezy nadsyta¢ w 2 egzemplarzach; powinny by¢ dolaczone krotkie
streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w 2 egzempla-
rzach, takze przetlurn-aczony tytut artykutu.

Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okraglych.
Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz
zalaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace te-
ksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzadzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu
artykutdw) w 2 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na przezroczyste)
kalce, tuszem.

Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na bialym blyszczacym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie -
oflowkiem. Numeracja nalezy objac rysunkiifotografie tacznie. W przypadku gdy
istotne jest rozmieszczenie fotogr afii, zamieszczenie dodatkowych wskaznikow
lub skali - prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od fotografii do reprodu-
kcji).

Po zakonczeniu artykutu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno na-
zwisko autora i pierwszelitery imion, peiny tytut dziela, tytul czasopisma, numer
tomu i zeszytu, miejsce wydania‘i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wy-
kazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w teks$cie powolania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1], !

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie
Normy i Miedzynarodowy Ukiad Miar (Sl).

. Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzahy i czytelnie poprawiony

przez Autora. Nazwy fonetyczne uzytych liter greckich lub innychoznaczen na-
lezy podawad oldwkiem w lewym marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbednych skrétéow, korekty stylistycznej itp. :
Fakt nadeslania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych' uwa-
zany jest za rbwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta druko-
wana ani wystana do druku w zadnym innym czasopi$émie krajowym lub zagrani-
cznym, ‘

Maszynopis artykulu nalezy zaopatrzy¢ peinym imieniem i nazwiskiem Autora
oraz nazwa i adresem instytuciji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tulu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
slania honorarium). W przypadku artykutu opracowanego przez zespdl Autoréw
prosimy o podanie procentowego udziatu autorskiego. Bez tych danych honora-

 rium bedzie dzielone na réwne czesci.
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